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【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  29/36     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ  11/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ   29/36     　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   16/42     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｇ０１Ｂ   11/16     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月29日(2021.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　六方晶の結晶構造を備え、複屈折を有し、第１主面と前記第１主面と反対側の第２主面
と側面とを含む六方晶化合物半導体の基板を準備する工程と、
　前記第１主面に前記基板を透過する光を照射し、前記基板中の＜０００１＞方向に沿っ
て前記基板に前記光を透過させ、前記複屈折により生じる第１の位相差および第１の主振
動方位角を算出する工程と、
　予め決定されている成長条件に基づき、前記第１主面上に化合物半導体層をホモエピタ
キシャル成長させる工程と、
　前記化合物半導体層の表面に前記光を照射し、前記化合物半導体層中および前記基板中
の＜０００１＞方向に沿って前記化合物半導体層および前記基板に前記光を透過させ、前
記複屈折により生じる第２の位相差および第２の主振動方位角を算出する工程と、を備え
、
　前記六方晶化合物半導体は炭化珪素単結晶である、六方晶化合物半導体の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の位相差および前記第１の主振動方位角から第１の残留歪と、前記第２の位相
差および前記第２の主振動方位角から第２の残留歪とを算出する工程と、
　前記第１の残留歪と前記第２の残留歪から前記基板の面内における歪の分布状況を評価
する工程を含む、請求項１に記載の六方晶化合物半導体の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の残留歪と前記第２の残留歪は、前記基板の厚みで規格化された値である、請
求項１または請求項２に記載の六方晶化合物半導体の製造方法。
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【請求項４】
　六方晶の結晶構造を備え、複屈折を有し、第１主面と前記第１主面と反対側の第２主面
と側面とを含む六方晶化合物半導体の基板を準備する工程と、
　前記第１主面の複数個所に前記基板を透過する光を照射し、前記基板中の＜０００１＞
方向に沿って前記基板に前記光を透過させ、前記複屈折により生じる第１の位相差を算出
する工程と、
　前記第１主面上に化合物半導体層をホモエピタキシャル成長させる工程と、
　前記化合物半導体層の表面の複数箇所に前記光を照射し、前記化合物半導体層中および
前記基板中の＜０００１＞方向に沿って前記化合物半導体層および前記基板に前記光を透
過させ、前記複屈折により生じる第２の位相差を算出する工程と、
　前記第１の位相差と前記第２の位相差に基づき前記基板の面内における歪の分布状況を
判断し、前記ホモエピタキシャル成長の条件の変更を判断する工程とを備える、六方晶化
合物半導体の製造方法。


	header
	written-amendment

